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Projekt „Popularizace vědy a výzkumu ČVUT“, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0021
Monokrystalické senzory s PN přechodem
Tyto senzory využívají pro měření princip změny napětí na PN přechodu při změně teploty. Rozeznáváme senzory diodové a tranzistorové, využívá se tedy změn vlastností diod a tranzistorů na teplotě.
Diodové senzory
Diody jsou, pro připomenutí, polovodičové součástky s jedním PN přechodem, kterými prochází proud, pokud je připojíme v propustném směru. Pokud jsou připojeny v směru závěrném, proud jimi neprochází, pokud však nedojde k průrazu diody a tím k jejímu zničení. Dioda nepropouští proud lineárně, její propustnost můžeme charakterizovat voltampérovou charakteristikou, která je zobrazena na obrázku 1.
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Obrázek 1 - Voltampérová charakteristika diody
Na obrázku 1 je vidět, že po dosáhnutí prahového napětí dioda začne propouštět proud „naplno“. Hodnota prahového napětí, při které začne stoupat proud protékající diodou, je dána hodnotou teploty okolí, což je vlastně základ našeho senzoru. Na obrázku 2 můžeme vidět různá prahová napětí pro různé hodnoty teploty. Z grafu je patrné, že s rostoucí teplotou napětí na diodě klesá. Hodnotu okolní teploty tedy určíme změřením napětí na diodě.
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Obrázek 2 - Propustnost diody při různých teplotách
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Tranzistorové senzory
Tranzistory jsou polovodičové součástky se dvěma PN přechody složené ze tří elektrod. Tranzistorové senzory pracují na podobném principu jako diodové senzory s jedním PN přechodem, tj. využívají teplotní závislosti napětí přechodu báze – emitor v propustném směru. Zapojení tranzistoru do obvodu je zachyceno na následujících obrázcích
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Obrázek 3 - Tranzistory NPN a PNP v obvodu
Princip měření teploty tranzistorovými senzory je velmi podobný diodovým senzorům. Pokud na přechod báze-emitor přivádíme konstantní proud IB, bude i proud protékající kolektorovým obvodem IC konstantní. Změříme-li potom napětí na přechodu báze a emitoru, zjistíme, že za konstantního proudu jsou napětí při různých hodnotách teploty rozdílné. Jak se mění napětí mezi bází a emitorem můžeme vidět na obrázku 4. S rostoucí teplotou napětí na PN přechodu klesá. 
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Obrázek 4 - Hodnoty napětí na přechodu báze-emitor při různých teplotách
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